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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持体であるキャリアと、中間層と、極薄銅層とをこの順に備えたキャリア付銅箔であ
って、
　前記極薄銅層の中間層側とは反対側の表面、または、
　前記極薄銅層の中間層側とは反対側の表面に、粗化処理層、耐熱層、防錆層、シランカ
ップリング処理層及びクロメート処理層の少なくとも１種で構成された表面処理層が形成
されている場合、前記表面処理層の表面は、
非接触式粗さ計で測定したＲｚが０．５μｍ以下であり、非接触式粗さ計で測定したＲａ
が０．００７μｍ以上０．０９μｍ以下であるキャリア付銅箔。
【請求項２】
　前記極薄銅層の中間層側の表面、及び、
　前記極薄銅層の中間層側とは反対側の表面、または、
　前記極薄銅層の中間層側とは反対側の表面に、粗化処理層、耐熱層、防錆層、シランカ
ップリング処理層及びクロメート処理層の少なくとも１種で構成された表面処理層が形成
されている場合、前記表面処理層の表面は、
非接触式粗さ計で測定したＲｚが０．５μｍ以下である請求項１に記載のキャリア付銅箔
。
【請求項３】
　前記極薄銅層の中間層側とは反対側の表面、または、
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　前記極薄銅層の中間層側とは反対側の表面に、粗化処理層、耐熱層、防錆層、シランカ
ップリング処理層及びクロメート処理層の少なくとも１種で構成された表面処理層が形成
されている場合、前記表面処理層の表面は、
非接触式粗さ計で測定したＲｔが１．０μｍ以下である請求項１又は２に記載のキャリア
付銅箔。
【請求項４】
　支持体であるキャリアと、中間層と、極薄銅層とをこの順に備えたキャリア付銅箔であ
って、前記極薄銅層の中間層側とは反対側の表面、または、
　前記極薄銅層の中間層側とは反対側の表面に、粗化処理層、耐熱層、防錆層、シランカ
ップリング処理層及びクロメート処理層の少なくとも１種で構成された表面処理層が形成
されている場合、前記表面処理層の表面は、
非接触式粗さ計で測定したＲｔが０．００７μｍ以上１．０μｍ以下であり、非接触式粗
さ計で測定したＲａが０．００７μｍ以上０．０９μｍ以下であるキャリア付銅箔。
【請求項５】
　前記極薄銅層の中間層側の表面、及び、
　前記極薄銅層の中間層側とは反対側の表面、または、
　前記極薄銅層の中間層側とは反対側の表面に、粗化処理層、耐熱層、防錆層、シランカ
ップリング処理層及びクロメート処理層の少なくとも１種で構成された表面処理層が形成
されている場合、前記表面処理層の表面は、
非接触式粗さ計で測定したＲｔが１．０μｍ以下である請求項４に記載のキャリア付銅箔
。
【請求項６】
　前記キャリアがフィルムで形成されている請求項１～５のいずれか一項に記載のキャリ
ア付銅箔。
【請求項７】
　前記キャリアの前記中間層側表面のＲｚが０．５μｍ以下である請求項１～６のいずれ
か一項に記載のキャリア付銅箔。
【請求項８】
　前記キャリアの前記中間層側表面のＲａが０．１２μｍ以下である請求項１～６のいず
れか一項に記載のキャリア付銅箔。
【請求項９】
　前記キャリアの前記中間層側表面のＲｔが１．０μｍ以下である請求項１～６のいずれ
か一項に記載のキャリア付銅箔。
【請求項１０】
　前記極薄銅層の中間層側の表面、及び、
　前記極薄銅層の中間層側とは反対側の表面、または、
　前記極薄銅層の中間層側とは反対側の表面に、粗化処理層、耐熱層、防錆層、シランカ
ップリング処理層及びクロメート処理層の少なくとも１種で構成された表面処理層が形成
されている場合、前記表面処理層の表面の少なくとも片面に粗化処理層が形成されている
請求項１～９のいずれか一項に記載のキャリア付銅箔。
【請求項１１】
　前記粗化処理層が、銅、ニッケル、リン、タングステン、ヒ素、モリブデン、クロム、
コバルト及び亜鉛からなる群から選択されたいずれかの単体からなる層又はいずれか１種
以上を含む合金からなる層又はいずれか１種以上を含む合金を含む層である請求項１０に
記載のキャリア付銅箔。
【請求項１２】
　前記極薄銅層の表面に、耐熱層、防錆層、クロメート処理層及びシランカップリング処
理層からなる群から選択された１種以上の層を有する請求項１～９のいずれか一項に記載
のキャリア付銅箔。
【請求項１３】
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　前記粗化処理層の表面に、耐熱層、防錆層、クロメート処理層及びシランカップリング
処理層からなる群から選択された１種以上の層を有する請求項１０又は１１に記載のキャ
リア付銅箔。
【請求項１４】
　前記極薄銅層の表面に樹脂層を備える請求項１～９のいずれか一項に記載のキャリア付
銅箔。
【請求項１５】
　前記粗化処理層の表面に樹脂層を備える請求項１０又は１１に記載のキャリア付銅箔。
【請求項１６】
　前記耐熱層、防錆層、クロメート処理層及びシランカップリング処理層からなる群から
選択された１種以上の層の表面に樹脂層を備える請求項１２又は１３に記載のキャリア付
銅箔。
【請求項１７】
　前記樹脂層が誘電体を含む請求項１４～１６のいずれか一項に記載のキャリア付銅箔。
【請求項１８】
　極薄銅層を使用したセミアディティブ工法により、ライン／スペース＝１５／１５μｍ
より微細な回路形成が可能な請求項１～１７のいずれか一項に記載のキャリア付銅箔。
【請求項１９】
　請求項１～１８のいずれか一項に記載のキャリア付銅箔を用いて製造した銅張積層板。
【請求項２０】
　請求項１～１８のいずれか一項に記載のキャリア付銅箔を用いて製造したプリント配線
板。
【請求項２１】
　請求項２０に記載のプリント配線板を用いた電子機器。
【請求項２２】
　請求項１～１８のいずれか一項に記載のキャリア付銅箔と絶縁基板とを準備する工程、
　前記キャリア付銅箔と絶縁基板を積層する工程、
　前記キャリア付銅箔と絶縁基板を積層した後に、前記キャリア付銅箔のキャリアを剥が
す工程を経て銅張積層板を形成し、
その後、セミアディティブ法、サブトラクティブ法、パートリーアディティブ法又はモデ
ィファイドセミアディティブ法のいずれかの方法によって、回路を形成する工程を含むプ
リント配線板の製造方法。
【請求項２３】
　請求項１～１８のいずれか一項に記載のキャリア付銅箔の前記極薄銅層側表面に回路を
形成する工程、
　前記回路が埋没するように前記キャリア付銅箔の前記極薄銅層側表面に樹脂層を形成す
る工程、
　前記樹脂層上に回路を形成する工程、
　前記樹脂層上に回路を形成した後に、前記キャリアを剥離させる工程、及び、
　前記キャリアを剥離させた後に、前記極薄銅層を除去することで、前記極薄銅層側表面
に形成した、前記樹脂層に埋没している回路を露出させる工程
を含むプリント配線板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、キャリア付銅箔、それを用いた銅張積層板、プリント配線板、電子機器及び
プリント配線板の製造方法に関する。
【０００２】
　プリント配線板は銅箔に絶縁基板を接着させて銅張積層板とした後に、エッチングによ
り銅箔面に導体パターンを形成するという工程を経て製造されるのが一般的である。近年
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の電子機器の小型化、高性能化ニーズの増大に伴い搭載部品の高密度実装化や信号の高周
波化が進展し、プリント配線板に対して導体パターンの微細化（ファインピッチ化）や高
周波対応等が求められている。
【０００３】
　ファインピッチ化に対応して、最近では厚さ９μｍ以下、更には厚さ５μｍ以下の銅箔
が要求されているが、このような極薄の銅箔は機械的強度が低くプリント配線板の製造時
に破れたり、皺が発生したりしやすいので、厚みのある金属箔をキャリアとして利用し、
これに剥離層を介して極薄銅層を電着させたキャリア付銅箔が登場している。極薄銅層の
表面を絶縁基板に貼り合わせて熱圧着後、キャリアは剥離層を介して剥離除去される。露
出した極薄銅層上にレジストで回路パターンを形成した後に、極薄銅層を硫酸－過酸化水
素系のエッチャントでエッチング除去する手法（ＭＳＡＰ：Ｍｏｄｉｆｉｅｄ－Ｓｅｍｉ
－Ａｄｄｉｔｉｖｅ－Ｐｒｏｃｅｓｓ）により、微細回路が形成される。
【０００４】
　ここで、樹脂との接着面となるキャリア付銅箔の極薄銅層の表面に対しては、主として
、極薄銅層と樹脂基材との剥離強度が十分であること、そしてその剥離強度が高温加熱、
湿式処理、半田付け、薬品処理等の後でも十分に保持されていることが要求される。極薄
銅層と樹脂基材の間の剥離強度を高める方法としては、一般的に、表面のプロファイル（
凹凸、粗さ）を大きくした極薄銅層の上に多量の粗化粒子を付着させる方法が代表的であ
る。
【０００５】
　しかしながら、プリント配線板の中でも特に微細な回路パターンを形成する必要のある
半導体パッケージ基板に、このようなプロファイル（凹凸、粗さ）の大きい極薄銅層を使
用すると、回路エッチング時に不要な銅粒子が残ってしまい、回路パターン間の絶縁不良
等の問題が発生する。
【０００６】
　このため、ＷＯ２００４／００５５８８号（特許文献１）では、半導体パッケージ基板
をはじめとする微細回路用途のキャリア付銅箔として、極薄銅層の表面に粗化処理を施さ
ないキャリア付銅箔を用いることが試みられている。このような粗化処理を施さない極薄
銅層と樹脂との密着性（剥離強度）は、その低いプロファイル（凹凸、粗度、粗さ）の影
響で一般的なプリント配線板用銅箔と比較すると低下する傾向がある。そのため、キャリ
ア付銅箔について更なる改善が求められている。
【０００７】
　そこで、特開２００７－００７９３７号公報（特許文献２）及び特開２０１０－００６
０７１号公報（特許文献３）では、キャリア付極薄銅箔のポリイミド系樹脂基板と接触（
接着）する面に、Ｎｉ層又は／及びＮｉ合金層を設けること、クロメート層を設けること
、Ｃｒ層又は／及びＣｒ合金層を設けること、Ｎｉ層とクロメート層とを設けること、Ｎ
ｉ層とＣｒ層とを設けることが記載されている。これらの表面処理層を設けることにより
、ポリイミド系樹脂基板とキャリア付極薄銅箔との密着強度を粗化処理なし、または粗化
処理の程度を低減（微細化）しながら所望の接着強度を得ている。更に、シランカップリ
ング剤で表面処理したり、防錆処理を施したりすることも記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】ＷＯ２００４／００５５８８号
【特許文献２】特開２００７－００７９３７号公報
【特許文献３】特開２０１０－００６０７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　キャリア付銅箔の開発においては、これまで極薄銅層と樹脂基材との剥離強度を確保す
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ることに重きが置かれていた。そのため、ファインピッチ化に関しては未だ十分な検討が
なされておらず、未だ改善の余地が残されている。そこで、本発明はファインピッチ形成
に好適なキャリア付銅箔を提供することを課題とする。具体的には、これまでのＭＳＡＰ
で形成できる限界と考えられていたＬ（ライン）／Ｓ（スペース）＝１５μｍ／１５μｍ
よりも微細な配線を形成可能なキャリア付銅箔を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するため、本発明者らは鋭意研究を重ねたところ、極薄銅層の表面を低
粗度化することが可能となることを見出した。そして、当該キャリア付銅箔はファインピ
ッチ形成に極めて効果的であることを見出した。
【００１１】
　本発明は上記知見を基礎として完成したものであり、一側面において、支持体であるキ
ャリアと、中間層と、極薄銅層とをこの順に備えたキャリア付銅箔であって、前記極薄銅
層表面は、少なくとも片面の非接触式粗さ計で測定したＲｚが０．５μｍ以下であるキャ
リア付銅箔である。
【００１２】
　本発明に係るキャリア付銅箔の一実施形態においては、前記極薄銅層表面は、両面の非
接触式粗さ計で測定したＲｚが０．５μｍ以下である。
【００１３】
　本発明に係るキャリア付銅箔の別の一実施形態においては、前記極薄銅層表面は、非接
触式粗さ計で測定したＲａが０．１２μｍ以下である。
【００１４】
　本発明に係るキャリア付銅箔の更に別の一実施形態においては、前記極薄銅層表面は、
非接触式粗さ計で測定したＲｔが１．０μｍ以下である。
【００１５】
　本発明は別の一側面において、支持体であるキャリアと、中間層と、極薄銅層とをこの
順に備えたキャリア付銅箔であって、前記極薄銅層表面は、少なくとも片面の非接触式粗
さ計で測定したＲａが０．１２μｍ以下であるキャリア付銅箔である。
【００１６】
　本発明に係るキャリア付銅箔の更に別の一実施形態においては、前記極薄銅層表面は、
両面の非接触式粗さ計で測定したＲａが０．１２μｍ以下である。
【００１７】
　本発明に係るキャリア付銅箔の更に別の一実施形態においては、前記極薄銅層表面は、
非接触式粗さ計で測定したＲｔが１．０μｍ以下である。
【００１８】
　本発明は更に別の一側面において、支持体であるキャリアと、中間層と、極薄銅層とを
この順に備えたキャリア付銅箔であって、前記極薄銅層表面は、少なくとも片面の非接触
式粗さ計で測定したＲｔが１．０μｍ以下であるキャリア付銅箔である。
【００１９】
　本発明に係るキャリア付銅箔の更に別の一実施形態においては、前記極薄銅層表面は、
両面の非接触式粗さ計で測定したＲｔが１．０μｍ以下である。
【００２０】
　本発明に係るキャリア付銅箔の更に別の一実施形態においては、前記キャリアがフィル
ムで形成されている。
【００２１】
　本発明に係るキャリア付銅箔の更に別の一実施形態においては、前記キャリアの前記中
間層側表面のＲｚが０．５μｍ以下である。
【００２２】
　本発明に係るキャリア付銅箔の更に別の一実施形態においては、前記キャリアの前記中
間層側表面のＲａが０．１２μｍ以下である。
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【００２３】
　本発明に係るキャリア付銅箔の更に別の一実施形態においては、前記キャリアの前記中
間層側表面のＲｔが１．０μｍ以下である。
【００２４】
　本発明に係るキャリア付銅箔の更に別の一実施形態においては、極薄銅層表面の少なく
とも片面に粗化処理層が形成されている。
【００２５】
　本発明に係るキャリア付銅箔の更に別の一実施形態においては、前記粗化処理層が、銅
、ニッケル、リン、タングステン、ヒ素、モリブデン、クロム、コバルト及び亜鉛からな
る群から選択されたいずれかの単体からなる層又はいずれか１種以上を含む合金からなる
層又はいずれか１種以上を含む合金を含む層である。
【００２６】
　本発明に係るキャリア付銅箔の更に別の一実施形態においては、前記極薄銅層の表面に
、耐熱層、防錆層、クロメート処理層及びシランカップリング処理層からなる群から選択
された１種以上の層を有する。
【００２７】
　本発明に係るキャリア付銅箔の更に別の一実施形態においては、前記粗化処理層の表面
に、耐熱層、防錆層、クロメート処理層及びシランカップリング処理層からなる群から選
択された１種以上の層を有する。
【００２８】
　本発明に係るキャリア付銅箔の更に別の一実施形態においては、前記極薄銅層の表面に
樹脂層を備える。
【００２９】
　本発明に係るキャリア付銅箔の更に別の一実施形態においては、前記粗化処理層の表面
に樹脂層を備える。
【００３０】
　本発明に係るキャリア付銅箔の更に別の一実施形態においては、前記耐熱層、防錆層、
クロメート処理層及びシランカップリング処理層からなる群から選択された１種以上の層
の表面に樹脂層を備える。
【００３１】
　本発明に係るキャリア付銅箔の更に別の一実施形態においては、前記樹脂層が誘電体を
含む。
【００３２】
　本発明に係るキャリア付銅箔の更に別の一実施形態においては、極薄銅層を使用したセ
ミアディティブ工法により、ライン／スペース＝１５／１５μｍより微細な回路形成が可
能なキャリア付銅箔である。
【００３３】
　本発明は更に別の一側面において、本発明のキャリア付銅箔を用いて製造した銅張積層
板である。
【００３４】
　本発明は更に別の一側面において、本発明のキャリア付銅箔を用いて製造したプリント
配線板である。
【００３５】
　本発明は更に別の一側面において、本発明のプリント配線板を用いた電子機器である。
【００３６】
　本発明は更に別の一側面において、本発明のキャリア付銅箔と絶縁基板とを準備する工
程、
　前記キャリア付銅箔と絶縁基板を積層する工程、
　前記キャリア付銅箔と絶縁基板を積層した後に、前記キャリア付銅箔のキャリアを剥が
す工程を経て銅張積層板を形成し、
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その後、セミアディティブ法、サブトラクティブ法、パートリーアディティブ法又はモデ
ィファイドセミアディティブ法のいずれかの方法によって、回路を形成する工程を含むプ
リント配線板の製造方法である。
【００３７】
　本発明は更に別の一側面において、本発明のキャリア付銅箔の前記極薄銅層側表面に回
路を形成する工程、
　前記回路が埋没するように前記キャリア付銅箔の前記極薄銅層側表面に樹脂層を形成す
る工程、
　前記樹脂層上に回路を形成する工程、
　前記樹脂層上に回路を形成した後に、前記キャリアを剥離させる工程、及び、
　前記キャリアを剥離させた後に、前記極薄銅層を除去することで、前記極薄銅層側表面
に形成した、前記樹脂層に埋没している回路を露出させる工程
を含むプリント配線板の製造方法である。
【発明の効果】
【００３８】
　本発明に係るキャリア付銅箔はファインピッチ形成に好適であり、例えば、ＭＳＡＰ工
程で形成できる限界と考えられていたライン／スペース＝１５μｍ／１５μｍよりも微細
な配線、例えばライン／スペース＝１０μｍ／１０μｍの微細な配線を形成することが可
能となる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明のキャリア付銅箔の構造の一例である。
【図２】Ａ～Ｃは、本発明のキャリア付銅箔を用いたプリント配線板の製造方法の具体例
に係る、回路めっき・レジスト除去までの工程における配線板断面の模式図である。
【図３】Ｄ～Ｆは、本発明のキャリア付銅箔を用いたプリント配線板の製造方法の具体例
に係る、樹脂及び２層目キャリア付銅箔積層からレーザー穴あけまでの工程における配線
板断面の模式図である。
【図４】Ｇ～Ｉは、本発明のキャリア付銅箔を用いたプリント配線板の製造方法の具体例
に係る、ビアフィル形成から１層目のキャリア剥離までの工程における配線板断面の模式
図である。
【図５】Ｊ～Ｋは、本発明のキャリア付銅箔を用いたプリント配線板の製造方法の具体例
に係る、フラッシュエッチングからバンプ・銅ピラー形成までの工程における配線板断面
の模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
＜キャリア＞
　本発明のキャリアは、中間層側表面のＲｚが０．５μｍ以下であるものを用いるのが好
ましい。このような構成によれば、キャリア上に形成する中間層の片方の表面或いは両表
面のＲｚの０．５μｍ以下への制御が容易となる。キャリアの中間層側表面のＲｚはより
好ましくは０．３μｍ以下、更により好ましくは０．１μｍ以下である。
　また、本発明のキャリアは、中間層側表面のＲａが０．１２μｍ以下であるものを用い
るのが好ましい。このような構成によれば、キャリア上に形成する中間層の片方の表面或
いは両表面のＲａの０．１２μｍ以下への制御が容易となる。キャリアの中間層側表面の
Ｒａはより好ましくは０．１μｍ以下、更により好ましくは０．０８μｍ以下、更により
好ましくは０．０５μｍ以下である。
　また、本発明のキャリアは、中間層側表面のＲｔが１．０μｍ以下であるものを用いる
のが好ましい。このような構成によれば、キャリア上に形成する中間層の片方の表面或い
は両表面のＲｔの１．０μｍ以下への制御が容易となる。キャリアの中間層側表面のＲｔ
はより好ましくは０．５μｍ以下、更により好ましくは０．３μｍ以下である。
【００４１】
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　本発明のキャリアとしては、例えば樹脂フィルムなどのフィルムを用いるのが好ましく
、特に表面平滑性を有するフィルムを用いるのが好ましい。このようなフィルムキャリア
としては、一般的には、乾式表面処理や湿式表面処理時、あるいは基板作製時の積層プレ
ス時の熱負荷に耐えられる耐熱フィルムが好ましく、ポリイミドフィルムなどを使用する
ことができる。
【００４２】
　ポリイミドフィルムに使用する材料は、特に制限はない。例えば、宇部興産製ユーピレ
ックス、ＤｕＰｏｎｔ／東レ・デュポン製カプトン、カネカ製アピカルなどが上市されて
いるが、いずれのポリイミドフィルムも適用できる。また、本発明のキャリアに用いるこ
とのできるフィルムは、このような特定の品種に限定されるものではない。
　ポリイミドフィルムを用いる場合、当該フィルム表面をプラズマ処理することにより、
フィルム表面の汚染物質の除去と表面の改質を行うことができる。プラズマ処理後のポリ
イミドフィルムの表面のＲｚは、材質の違い及び初期表面粗さの違いにもよるが、Ｒｚ＝
２．５～５００ｎｍの範囲、Ｒａ＝１～１００ｎｍの範囲、又は、Ｒｔ＝５～８００ｎｍ
の範囲で調整することができる。また、プラズマ処理条件と表面粗さとの関係を予め取得
することにより、所定の条件でプラズマ処理して所望の表面粗さを有するポリイミドフィ
ルムを得ることができる。
【００４３】
　また、本発明のキャリアとしては金属箔を使用することができる。金属箔としては銅箔
、ニッケル箔、ニッケル合金箔、アルミニウム箔、アルミニウム合金箔、鉄箔、鉄合金箔
、亜鉛箔、亜鉛合金箔、ステンレス箔等を用いることができる。また、本発明のキャリア
としては銅箔を使用することができる。銅箔は典型的には圧延銅箔や電解銅箔の形態で提
供される。一般的には、電解銅箔は硫酸銅めっき浴からチタンやステンレスのドラム上に
銅を電解析出して製造され、圧延銅箔は圧延ロールによる塑性加工と熱処理を繰り返して
製造される。銅箔の材料としてはタフピッチ銅（ＪＩＳ　Ｈ３１００　合金番号Ｃ１１０
０）や無酸素銅（ＪＩＳ　Ｈ３１００　合金番号Ｃ１０２０）といった高純度の銅の他、
例えばＳｎ入り銅、Ａｇ入り銅、Ｃｒ、Ｚｒ又はＭｇ等を添加した銅合金、Ｎｉ及びＳｉ
等を添加したコルソン系銅合金のような銅合金も使用可能である。なお、本明細書におい
て用語「銅箔」を単独で用いたときには銅合金箔も含むものとする。
　本発明のキャリアとして用いる圧延銅箔は高光沢圧延により生産することができる。
　なお、高光沢圧延は以下の式で規定される油膜当量を１３０００～２４０００とするこ
とで行うことが出来る。なお、表面処理後の銅箔の表面粗さ（Ｒｚ）をより小さく（例え
ばＲｚ＝０．２０μｍ）したい場合には、高光沢圧延を以下の式で規定される油膜当量を
１２０００以上２４０００以下とすることで行う。
　油膜当量＝｛（圧延油粘度[ｃＳｔ]）×（通板速度[ｍｐｍ]＋ロール周速度[ｍｐｍ]）
｝/｛（ロールの噛み込み角[ｒａｄ]）×（材料の降伏応力[ｋｇ／ｍｍ2]）｝
　圧延油粘度[ｃＳｔ]は４０℃での動粘度である。
　油膜当量を１２０００～２４０００とするためには、低粘度の圧延油を用いたり、通板
速度を遅くしたりする等、公知の方法を用いればよい。
【００４４】
　また、本発明のキャリアとして用いる電解銅箔の製造条件の一例は、以下に示される。
　＜電解液組成＞
　銅：９０～１１０ｇ／Ｌ
　硫酸：９０～１１０ｇ／Ｌ
　塩素：５０～１００ｍｇ／Ｌ
　レベリング剤１（ビス（３－スルフォプロピル）ジスルフィド）：１０～５０ｍｇ／Ｌ
　レベリング剤２（ジアルキルアミノ基含有重合体）：１０～５０ｍｇ／Ｌ
　上記のジアルキルアミノ基含有重合体には例えば以下の化学式のジアルキルアミノ基含
有重合体を用いることができる。
【００４５】
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【化１】

（上記化学式中、Ｒ1及びＲ2はヒドロキシアルキル基、エーテル基、アリール基、芳香族
置換アルキル基、不飽和炭化水素基、アルキル基からなる一群から選ばれるものである。
）
【００４６】
　＜製造条件＞
　電流密度：７０～１００Ａ／ｄｍ2

　電解液温度：５０～６０℃
　電解液線速：３～５ｍ／ｓｅｃ
　電解時間：０．５～１０分間
　また、本願発明に用いることができる電解銅箔としてＪＸ日鉱日石金属株式会社製ＨＬ
Ｐ箔が挙げられる。
【００４７】
　本発明に用いることのできるキャリアの厚さについても特に制限はないが、キャリアと
しての役目を果たす上で適した厚さに適宜調節すればよく、例えば２５μｍ以上とするこ
とができる。但し、厚すぎると生産コストが高くなるので一般には５０μｍ以下とするの
が好ましい。従って、キャリアの厚みは典型的には１２～３００μｍであり、より典型的
には１２～１５０μｍであり、更により典型的には１２～１００μｍであり、更により典
型的には２５～５０μｍであり、より典型的には２５～３８μｍである。
【００４８】
＜中間層＞
　キャリアの上には中間層を設ける。キャリアと中間層との間に他の層を設けてもよい。
中間層としては、キャリア付銅箔において乾式表面処理や湿式表面処理で任意の中間層と
することができる。例えば、中間層はＣｒ、Ｎｉ、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｍｏ、Ｔｉ、Ｗ、Ｐ、Ｃ
ｕ、Ａｌ、又はこれらの合金、またはこれらの水和物、またはこれらの酸化物、あるいは
有機物の何れか一種以上を含む層で形成することが好ましい。中間層は複数の層で構成さ
れても良い。
【００４９】
　本発明の一実施形態において、中間層はキャリア側からＣｒ、Ｎｉ、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｍｏ
、Ｔｉ、Ｗ、Ｐ、Ｃｕ、Ａｌの元素群の内何れか一種の元素からなる単一金属層、又は、
Ｃｒ、Ｎｉ、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｍｏ、Ｔｉ、Ｗ、Ｐ、Ｃｕ、Ａｌの元素群から選択された一種
以上の元素からなる合金層と、その上に形成されたＣｒ、Ｎｉ、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｍｏ、Ｔｉ
、Ｗ、Ｐ、Ｃｕ、Ａｌの元素群から選択された一種以上の元素の水和物若しくは酸化物か
らなる層とから構成される。
【００５０】
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　中間層は金属層若しくは合金層と、その上に形成された酸化物層の２層で構成されるこ
とが好ましい。この場合、金属層若しくは合金層はフィルムキャリアとの界面に、酸化物
層は極薄銅層との界面にそれぞれ接するようにして形成する。
【００５１】
　中間層は、例えばスパッタリング、ＣＶＤ及びＰＶＤのような乾式表面処理、或いは電
気めっき、無電解めっき及び浸漬めっきのような湿式表面処理により得ることができる。
【００５２】
＜極薄銅層＞
　中間層の上には極薄銅層を設ける。中間層と極薄銅層との間には他の層を設けてもよい
。極薄銅層は、乾式めっき、または、硫酸銅、ピロリン酸銅、スルファミン酸銅、シアン
化銅等の電解浴を利用した電気めっき（湿式めっき）により形成することができ、一般的
な電解銅箔で使用され、高電流密度での銅箔形成が可能であることから硫酸銅浴が好まし
い。なお、湿式めっきで極薄銅層を形成する場合には、塩素、レべリング剤である有機硫
黄化合物、レべリング剤である有機窒素化合物を含む銅めっき浴で極薄銅層を形成する必
要がある。例えば、本願において湿式めっきに用いることができる銅めっき浴の組成、め
っき条件は以下の通りである。
【００５３】
・銅めっき浴
　銅濃度：３０～１２０ｇ／Ｌ
　Ｈ2ＳＯ4濃度：２０～１２０ｇ／Ｌ
　Ｃｌ濃度：３０～８０ｍｇ／Ｌ
　ビス（３－スルフォプロピル）ジスルファイド２ナトリウム濃度：１０～５０ｍｇ／Ｌ
　下記構造式で示されるジアルキルアミノ基含有重合体：１０～５０ｍｇ／Ｌ
【化２】

【００５４】
・銅めっき条件
　電解液温度：２０～８０℃
　電流密度：１０～１００Ａ／ｄｍ2

極薄銅層の厚みは特に制限はないが、一般的にはキャリアよりも薄く、例えば１２μｍ以
下である。典型的には０．５～１２μｍであり、より典型的には２～５μｍである。なお
、極薄銅層はキャリアの両面に設けてもよい。
【００５５】
＜粗化処理及びその他の表面処理＞
　極薄銅層の表面には、例えば絶縁基板との密着性を良好にすること等のために粗化処理
を施すことで粗化処理層を設ける。粗化処理は、例えば、銅又は銅合金で粗化粒子を形成
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することにより行うことができる。粗化処理層は、ファインピッチ形成の観点から微細な
粒子で構成されるのが好ましい。
【００５６】
　粗化処理層は、銅、ニッケル、リン、タングステン、ヒ素、モリブデン、クロム、コバ
ルト及び亜鉛からなる群から選択されたいずれかの単体からなる層又はいずれか１種以上
を含む合金からなる層又はいずれか１種以上を含む合金を含む層で構成することができる
。
【００５７】
　また、粗化処理をした後、ニッケル、コバルト、銅、亜鉛の単体または合金等で二次粒
子や三次粒子及び／又は耐熱層及び／又は防錆層を形成し、さらにその表面にクロメート
処理、シランカップリング処理などの処理を施してもよい。すなわち、粗化処理層の表面
に、耐熱層、防錆層、クロメート処理層及びシランカップリング処理層からなる群から選
択された１種以上の層を形成してもよく、極薄銅層の表面に、耐熱層、防錆層、クロメー
ト処理層及びシランカップリング処理層からなる群から選択された１種以上の層を形成し
てもよい。
　ここでクロメート処理層とは無水クロム酸、クロム酸、二クロム酸、クロム酸塩または
二クロム酸塩を含む液で処理された層のことをいう。クロメート処理層はコバルト、鉄、
ニッケル、モリブデン、亜鉛、タンタル、銅、アルミニウム、リン、タングステン、錫、
ヒ素およびチタン等の元素（金属、合金、酸化物、窒化物、硫化物等どのような形態でも
よい）を含んでもよい。クロメート処理層の具体例としては、無水クロム酸または二クロ
ム酸カリウム水溶液で処理したクロメート処理層や、無水クロム酸または二クロム酸カリ
ウムおよび亜鉛を含む処理液で処理したクロメート処理層等が挙げられる。
【００５８】
　耐熱層、防錆層としては公知の耐熱層、防錆層を用いることができる。例えば、耐熱層
および／または防錆層はニッケル、亜鉛、錫、コバルト、モリブデン、銅、タングステン
、リン、ヒ素、クロム、バナジウム、チタン、アルミニウム、金、銀、白金族元素、鉄、
タンタルの群から選ばれる１種以上の元素を含む層であってもよく、ニッケル、亜鉛、錫
、コバルト、モリブデン、銅、タングステン、リン、ヒ素、クロム、バナジウム、チタン
、アルミニウム、金、銀、白金族元素、鉄、タンタルの群から選ばれる１種以上の元素か
らなる金属層または合金層であってもよい。また、耐熱層および／または防錆層はニッケ
ル、亜鉛、錫、コバルト、モリブデン、銅、タングステン、リン、ヒ素、クロム、バナジ
ウム、チタン、アルミニウム、金、銀、白金族元素、鉄、タンタルの群から選ばれる１種
以上の元素を含む酸化物、窒化物、珪化物を含んでもよい。また、耐熱層および／または
防錆層はニッケル－亜鉛合金を含む層であってもよい。また、耐熱層および／または防錆
層はニッケル－亜鉛合金層であってもよい。前記ニッケル－亜鉛合金層は、不可避不純物
を除き、ニッケルを５０ｗｔ％～９９ｗｔ％、亜鉛を５０ｗｔ％～１ｗｔ％含有するもの
であってもよい。前記ニッケル－亜鉛合金層の亜鉛及びニッケルの合計付着量が５～１０
００ｍｇ／ｍ2、好ましくは１０～５００ｍｇ／ｍ2、好ましくは２０～１００ｍｇ／ｍ2

であってもよい。また、前記ニッケル－亜鉛合金を含む層または前記ニッケル－亜鉛合金
層のニッケルの付着量と亜鉛の付着量との比（＝ニッケルの付着量／亜鉛の付着量）が１
．５～１０であることが好ましい。また、前記ニッケル－亜鉛合金を含む層または前記ニ
ッケル－亜鉛合金層のニッケルの付着量は０．５ｍｇ／ｍ2～５００ｍｇ／ｍ2であること
が好ましく、１ｍｇ／ｍ2～５０ｍｇ／ｍ2であることがより好ましい。耐熱層および／ま
たは防錆層がニッケル－亜鉛合金を含む層である場合、スルーホールやビアホール等の内
壁部がデスミア液と接触したときに銅箔と樹脂基板との界面がデスミア液に浸食されにく
く、銅箔と樹脂基板との密着性が向上する。
【００５９】
　例えば耐熱層および／または防錆層は、付着量が１ｍｇ／ｍ2～１００ｍｇ／ｍ2、好ま
しくは５ｍｇ／ｍ2～５０ｍｇ／ｍ2のニッケルまたはニッケル合金層と、付着量が１ｍｇ
／ｍ2～８０ｍｇ／ｍ2、好ましくは５ｍｇ／ｍ2～４０ｍｇ／ｍ2のスズ層とを順次積層し
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たものであってもよく、前記ニッケル合金層はニッケル－モリブデン、ニッケル－亜鉛、
ニッケル－モリブデン－コバルトのいずれか一種により構成されてもよい。また、耐熱層
および／または防錆層は、ニッケルまたはニッケル合金とスズとの合計付着量が２ｍｇ／
ｍ2～１５０ｍｇ／ｍ2であることが好ましく、１０ｍｇ／ｍ2～７０ｍｇ／ｍ2であること
がより好ましい。また、耐熱層および／または防錆層は、［ニッケルまたはニッケル合金
中のニッケル付着量］／［スズ付着量］＝０．２５～１０であることが好ましく、０．３
３～３であることがより好ましい。当該耐熱層および／または防錆層を用いるとキャリア
付銅箔をプリント配線板に加工して以降の回路の引き剥がし強さ、当該引き剥がし強さの
耐薬品性劣化率等が良好になる。
【００６０】
　なお、シランカップリング処理に用いられるシランカップリング剤には公知のシランカ
ップリング剤を用いてよく、例えばアミノ系シランカップリング剤又はエポキシ系シラン
カップリング剤、メルカプト系シランカップリング剤を用いてよい。また、シランカップ
リング剤にはビニルトリメトキシシラン、ビニルフェニルトリメトキシラン、γ‐メタク
リロキシプロピルトリメトキシシラン、γ‐グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、
４‐グリシジルブチルトリメトキシシラン、γ‐アミノプロピルトリエトキシシラン、Ｎ
‐β（アミノエチル）γ‐アミノプロピルトリメトキシシラン、Ｎ‐３‐（４‐（３‐ア
ミノプロポキシ）プトキシ）プロピル‐３‐アミノプロピルトリメトキシシラン、イミダ
ゾールシラン、トリアジンシラン、γ‐メルカプトプロピルトリメトキシシラン等を用い
てもよい。
【００６１】
　前記シランカップリング処理層は、エポキシ系シラン、アミノ系シラン、メタクリロキ
シ系シラン、メルカプト系シランなどのシランカップリング剤などを使用して形成しても
よい。なお、このようなシランカップリング剤は、２種以上混合して使用してもよい。中
でも、アミノ系シランカップリング剤又はエポキシ系シランカップリング剤を用いて形成
したものであることが好ましい。
【００６２】
　ここで言うアミノ系シランカップリング剤とは、Ｎ‐（２‐アミノエチル）‐３‐アミ
ノプロピルトリメトキシシラン、３‐（Ｎ‐スチリルメチル‐２‐アミノエチルアミノ）
プロピルトリメトキシシラン、３‐アミノプロピルトリエトキシシラン、ビス（２‐ヒド
ロキシエチル）‐３‐アミノプロピルトリエトキシシラン、アミノプロピルトリメトキシ
シラン、Ｎ‐メチルアミノプロピルトリメトキシシラン、Ｎ‐フェニルアミノプロピルト
リメトキシシラン、Ｎ‐（３‐アクリルオキシ‐２‐ヒドロキシプロピル）‐３‐アミノ
プロピルトリエトキシシラン、４‐アミノブチルトリエトキシシラン、（アミノエチルア
ミノメチル）フェネチルトリメトキシシラン、Ｎ‐（２‐アミノエチル‐３‐アミノプロ
ピル）トリメトキシシラン、Ｎ‐（２‐アミノエチル‐３‐アミノプロピル）トリス（２
‐エチルヘキソキシ）シラン、６‐（アミノヘキシルアミノプロピル）トリメトキシシラ
ン、アミノフェニルトリメトキシシラン、３‐（１‐アミノプロポキシ）‐３，３‐ジメ
チル‐１‐プロペニルトリメトキシシラン、３‐アミノプロピルトリス（メトキシエトキ
シエトキシ）シラン、３‐アミノプロピルトリエトキシシラン、３‐アミノプロピルトリ
メトキシシラン、ω‐アミノウンデシルトリメトキシシラン、３‐（２‐Ｎ‐ベンジルア
ミノエチルアミノプロピル）トリメトキシシラン、ビス（２‐ヒドロキシエチル）‐３‐
アミノプロピルトリエトキシシラン、（Ｎ，Ｎ‐ジエチル‐３‐アミノプロピル）トリメ
トキシシラン、（Ｎ，Ｎ‐ジメチル‐３‐アミノプロピル）トリメトキシシラン、Ｎ‐メ
チルアミノプロピルトリメトキシシラン、Ｎ‐フェニルアミノプロピルトリメトキシシラ
ン、３‐（Ｎ‐スチリルメチル‐２‐アミノエチルアミノ）プロピルトリメトキシシラン
、γ‐アミノプロピルトリエトキシシラン、Ｎ‐β（アミノエチル）γ‐アミノプロピル
トリメトキシシラン、Ｎ－３－（４－（３－アミノプロポキシ）プトキシ）プロピル－３
－アミノプロピルトリメトキシシランからなる群から選択されるものであってもよい。
【００６３】
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　シランカップリング処理層は、ケイ素原子換算で、０．０５ｍｇ／ｍ2～２００ｍｇ／
ｍ2、好ましくは０．１５ｍｇ／ｍ2～２０ｍｇ／ｍ2、好ましくは０．３ｍｇ／ｍ2～２．
０ｍｇ／ｍ2の範囲で設けられていることが望ましい。前述の範囲の場合、基材樹脂と表
面処理銅箔との密着性をより向上させることができる。
【００６４】
　また、極薄銅層、粗化処理層、耐熱層、防錆層、シランカップリング処理層またはクロ
メート処理層の表面に、国際公開番号ＷＯ２００８／０５３８７８、特開２００８－１１
１１６９号、特許第５０２４９３０号、国際公開番号ＷＯ２００６／０２８２０７、特許
第４８２８４２７号、国際公開番号ＷＯ２００６／１３４８６８、特許第５０４６９２７
号、国際公開番号ＷＯ２００７／１０５６３５、特許第５１８０８１５号、特開２０１３
－１９０５６号に記載の表面処理を行うことができる。
【００６５】
　粗化処理等の各種表面処理を施した後の極薄銅層の表面（なお、本発明では極薄銅層の
表面が粗化処理等の各種表面処理を施されている場合には、「極薄銅層の表面」および「
極薄銅層表面」は粗化処理等の各種表面処理を施した後の極薄銅層の表面を意味する。）
は、一側面において、少なくとも片面、好ましくは両面を非接触式粗さ計で測定したとき
にＲｚ（十点平均粗さ）を０．５μｍ以下とすることがファインピッチ形成の観点で極め
て有利となる。Ｒｚは好ましくは０．３μｍ以下であり、より好ましくは０．１μｍ以下
である。但し、Ｒｚは、小さくなりすぎると樹脂との密着力が低下することから、使用さ
れる基板のレジンとの組み合わせにより適切な選択が必要である。なお、Ｒｚの下限は特
に設定する必要はないが、例えばＲｚは０．０００１μｍ以上、例えば０．０００５μｍ
以上、例えば０．００１０μｍ以上、例えば０．００５μｍ以上、例えば０．００７μｍ
以上である。
【００６６】
　粗化処理等の各種表面処理を施した後の極薄銅層の表面は、別の一側面において、少な
くとも片面、好ましくは両面を非接触式粗さ計で測定したときにＲａ（算術平均粗さ）を
０．１２μｍ以下とすることがファインピッチ形成の観点で極めて有利となる。Ｒａは好
ましくは０．１０μｍ以下であり、より好ましくは０．０８μｍ以下であり、更により好
ましくは０．０５μｍ以下である。但し、Ｒａは、小さくなりすぎると樹脂との密着力が
低下することから、使用される基板のレジンとの組み合わせにより適切な選択が必要であ
る。なお、Ｒａの下限は特に設定する必要はないが、例えばＲａは０．０００１μｍ以上
、例えば０．０００５μｍ以上、例えば０．００１０μｍ以上、例えば０．００５μｍ以
上、例えば０．００７μｍ以上である。
【００６７】
　粗化処理等の各種表面処理を施した後の極薄銅層の表面は、別の一側面において、少な
くとも片面、好ましくは両面を非接触式粗さ計で測定したときにＲｔを１．０μｍ以下と
することがファインピッチ形成の観点で極めて有利となる。Ｒｔは好ましくは０．５μｍ
以下であり、より好ましくは０．３μｍ以下である。但し、Ｒｔは、小さくなりすぎると
樹脂との密着力が低下することから、使用される基板のレジンとの組み合わせにより適切
な選択が必要である。なお、Ｒｔの下限は特に設定する必要はないが、例えばＲｔは０．
０００１μｍ以上、例えば０．０００５μｍ以上、例えば０．００１０μｍ以上、例えば
０．００５μｍ以上、例えば０．００７μｍ以上である。
【００６８】
　上記極薄銅層表面は、上述のようにＲｚ、Ｒａ、Ｒｔの粗さをそれぞれ単独で制御する
のではなく、ＲｚとＲａと、ＲａとＲｔと、又は、ＲｚとＲａとＲｔとを制御することで
、より良好にファインピッチを形成することが可能となる。
　本発明において、極薄銅層表面のＲｚについてはＪＩＳ　Ｂ０６０１－１９９４に準拠
、Ｒａ、Ｒｔの粗さパラメータについてはＪＩＳ　Ｂ０６０１－２００１に準拠して非接
触式粗さ計で測定する。
【００６９】
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　このようにして、極薄銅層表面のＲｚ、Ｒａ、及び／又は、Ｒｔの粗さが制御された本
発明に係るキャリア付銅箔はファインピッチ形成に好適であり、例えば、ＭＳＡＰ工程で
形成できる限界と考えられていたライン／スペース＝１５μｍ／１５μｍよりも微細な配
線、例えばライン／スペース＝１０μｍ／１０μｍの微細な配線を形成することが可能と
なる。
【００７０】
＜樹脂層＞
　本発明のキャリア付銅箔の極薄銅層（極薄銅層が表面処理されている場合には、当該表
面処理により極薄銅層の上に形成された表面処理層）の上に樹脂層を備えても良い。前記
樹脂層は絶縁樹脂層であってもよい。
【００７１】
　前記樹脂層は接着用樹脂、すなわち接着剤であってもよく、接着用の半硬化状態（Ｂス
テージ状態）の絶縁樹脂層であってもよい。半硬化状態（Ｂステージ状態）とは、その表
面に指で触れても粘着感はなく、該絶縁樹脂層を重ね合わせて保管することができ、更に
加熱処理を受けると硬化反応が起こる状態のことを含む。
【００７２】
　また前記樹脂層は熱硬化性樹脂を含んでもよく、熱可塑性樹脂であってもよい。また、
前記樹脂層は熱可塑性樹脂を含んでもよい。前記樹脂層は公知の樹脂、樹脂硬化剤、化合
物、硬化促進剤、誘電体、反応触媒、架橋剤、ポリマー、プリプレグ、骨格材等を含んで
よい。また、前記樹脂層は例えば国際公開番号ＷＯ２００８／００４３９９、国際公開番
号ＷＯ２００８／０５３８７８、国際公開番号ＷＯ２００９／０８４５３３、特開平１１
－５８２８号、特開平１１－１４０２８１号、特許第３１８４４８５号、国際公開番号Ｗ
Ｏ９７／０２７２８、特許第３６７６３７５号、特開２０００－４３１８８号、特許第３
６１２５９４号、特開２００２－１７９７７２号、特開２００２－３５９４４４号、特開
２００３－３０４０６８号、特許第３９９２２２５号、特開２００３－２４９７３９号、
特許第４１３６５０９号、特開２００４－８２６８７号、特許第４０２５１７７号、特開
２００４－３４９６５４号、特許第４２８６０６０号、特開２００５－２６２５０６号、
特許第４５７００７０号、特開２００５－５３２１８号、特許第３９４９６７６号、特許
第４１７８４１５号、国際公開番号ＷＯ２００４／００５５８８、特開２００６－２５７
１５３号、特開２００７－３２６９２３号、特開２００８－１１１１６９号、特許第５０
２４９３０号、国際公開番号ＷＯ２００６／０２８２０７、特許第４８２８４２７号、特
開２００９－６７０２９号、国際公開番号ＷＯ２００６／１３４８６８、特許第５０４６
９２７号、特開２００９－１７３０１７号、国際公開番号ＷＯ２００７／１０５６３５、
特許第５１８０８１５号、国際公開番号ＷＯ２００８／１１４８５８、国際公開番号ＷＯ
２００９／００８４７１、特開２０１１－１４７２７号、国際公開番号ＷＯ２００９／０
０１８５０、国際公開番号ＷＯ２００９／１４５１７９、国際公開番号ＷＯ２０１１／０
６８１５７、特開２０１３－１９０５６号に記載されている物質（樹脂、樹脂硬化剤、化
合物、硬化促進剤、誘電体、反応触媒、架橋剤、ポリマー、プリプレグ、骨格材等）およ
び／または樹脂層の形成方法、形成装置を用いて形成してもよい。
【００７３】
＜キャリア付銅箔＞
　このようにして、キャリアと、キャリア上に積層された剥離層と、剥離層の上に積層さ
れた極薄銅層とを備えたキャリア付銅箔が製造される。
　本発明のキャリア付銅箔の構造の一例を、図１に示す。図１に示す本発明のキャリア付
銅箔は、フィルムキャリアと、中間層と、極薄銅層とをこの順で備える。極薄銅層は、ス
パッタリングにより形成されたスパッタ銅層と、電解めっきで形成された電解銅層とで構
成されている。また、キャリア付銅箔を極薄銅層側から樹脂基板に貼り付けて、キャリア
を剥離した後の極薄銅層表面は、剥離面側と樹脂面側とで区別される。
　キャリア付銅箔自体の使用方法は当業者に周知であるが、例えば極薄銅層の表面を紙基
材フェノール樹脂、紙基材エポキシ樹脂、合成繊維布基材エポキシ樹脂、ガラス布・紙複
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合基材エポキシ樹脂、ガラス布・ガラス不織布複合基材エポキシ樹脂及びガラス布基材エ
ポキシ樹脂、ポリエステルフィルム、ポリイミドフィルム等の絶縁基板に貼り合わせて熱
圧着後にキャリアを剥がして銅張積層板とし、絶縁基板に接着した極薄銅層を目的とする
導体パターンにエッチングし、最終的にプリント配線板を製造することができる。更に、
プリント配線板に電子部品類を搭載することで、プリント回路板が完成する。本発明にお
いて、「プリント配線板」にはこのように電子部品類が搭載されたプリント配線板および
プリント回路板およびプリント基板も含まれることとする。
　また、当該プリント配線板を用いて電子機器を作製してもよく、当該電子部品類が搭載
されたプリント回路板を用いて電子機器を作製してもよく、当該電子部品類が搭載された
プリント基板を用いて電子機器を作製してもよい。以下に、本発明に係るキャリア付銅箔
を用いたプリント配線板の製造工程の例を幾つか示す。
【００７４】
　本発明に係るプリント配線板の製造方法の一実施形態においては、本発明に係るキャリ
ア付銅箔と絶縁基板とを準備する工程、前記キャリア付銅箔と絶縁基板を積層する工程、
前記キャリア付銅箔と絶縁基板を極薄銅層側が絶縁基板と対向するように積層した後に、
前記キャリア付銅箔のキャリアを剥がす工程を経て銅張積層板を形成し、その後、セミア
ディティブ法、モディファイドセミアディティブ法、パートリーアディティブ法及びサブ
トラクティブ法の何れかの方法によって、回路を形成する工程を含む。絶縁基板は内層回
路入りのものとすることも可能である。
【００７５】
　本発明において、セミアディティブ法とは、絶縁基板又は銅箔シード層上に薄い無電解
めっきを行い、パターンを形成後、電気めっき及びエッチングを用いて導体パターンを形
成する方法を指す。
【００７６】
　従って、セミアディティブ法を用いた本発明に係るプリント配線板の製造方法の一実施
形態においては、本発明に係るキャリア付銅箔と絶縁基板とを準備する工程、
前記キャリア付銅箔と絶縁基板を積層する工程、
前記キャリア付銅箔と絶縁基板を積層した後に、前記キャリア付銅箔のキャリアを剥がす
工程、
前記キャリアを剥がして露出した極薄銅層を酸などの腐食溶液を用いたエッチングやプラ
ズマなどの方法によりすべて除去する工程、
前記極薄銅層をエッチングにより除去することにより露出した前記樹脂にスルーホールま
たは／およびブラインドビアを設ける工程、
前記スルーホールまたは／およびブラインドビアを含む領域についてデスミア処理を行う
工程、
前記樹脂および前記スルーホールまたは／およびブラインドビアを含む領域について無電
解めっき層を設ける工程、
前記無電解めっき層の上にめっきレジストを設ける工程、
前記めっきレジストに対して露光し、その後、回路が形成される領域のめっきレジストを
除去する工程、
前記めっきレジストが除去された前記回路が形成される領域に、電解めっき層を設ける工
程、
前記めっきレジストを除去する工程、
前記回路が形成される領域以外の領域にある無電解めっき層をフラッシュエッチングなど
により除去する工程、
を含む。
【００７７】
　セミアディティブ法を用いた本発明に係るプリント配線板の製造方法の別の一実施形態
においては、本発明に係るキャリア付銅箔と絶縁基板とを準備する工程、
前記キャリア付銅箔と絶縁基板を積層する工程、
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前記キャリア付銅箔と絶縁基板を積層した後に、前記キャリア付銅箔のキャリアを剥がす
工程、
前記キャリアを剥がして露出した極薄銅層を酸などの腐食溶液を用いたエッチングやプラ
ズマなどの方法によりすべて除去する工程、
前記極薄銅層をエッチングにより除去することにより露出した前記樹脂の表面について無
電解めっき層を設ける工程、
前記無電解めっき層の上にめっきレジストを設ける工程、
前記めっきレジストに対して露光し、その後、回路が形成される領域のめっきレジストを
除去する工程、
前記めっきレジストが除去された前記回路が形成される領域に、電解めっき層を設ける工
程、
前記めっきレジストを除去する工程、
前記回路が形成される領域以外の領域にある無電解めっき層及び極薄銅層をフラッシュエ
ッチングなどにより除去する工程、
を含む。
【００７８】
　本発明において、モディファイドセミアディティブ法とは、絶縁層上に金属箔を積層し
、めっきレジストにより非回路形成部を保護し、電解めっきにより回路形成部の銅厚付け
を行った後、レジストを除去し、前記回路形成部以外の金属箔を（フラッシュ）エッチン
グで除去することにより、絶縁層上に回路を形成する方法を指す。
【００７９】
　従って、モディファイドセミアディティブ法を用いた本発明に係るプリント配線板の製
造方法の一実施形態においては、本発明に係るキャリア付銅箔と絶縁基板とを準備する工
程、
前記キャリア付銅箔と絶縁基板を積層する工程、
　前記キャリア付銅箔と絶縁基板を積層した後に、前記キャリア付銅箔のキャリアを剥が
す工程、
前記キャリアを剥がして露出した極薄銅層と絶縁基板にスルーホールまたは／およびブラ
インドビアを設ける工程、
前記スルーホールまたは／およびブラインドビアを含む領域についてデスミア処理を行う
工程、
前記スルーホールまたは／およびブラインドビアを含む領域について無電解めっき層を設
ける工程、
前記キャリアを剥がして露出した極薄銅層表面にめっきレジストを設ける工程、
前記めっきレジストを設けた後に、電解めっきにより回路を形成する工程、
前記めっきレジストを除去する工程、
前記めっきレジストを除去することにより露出した極薄銅層をフラッシュエッチングによ
り除去する工程、
を含む。
【００８０】
　モディファイドセミアディティブ法を用いた本発明に係るプリント配線板の製造方法の
別の一実施形態においては、本発明に係るキャリア付銅箔と絶縁基板とを準備する工程、
前記キャリア付銅箔と絶縁基板を積層する工程、
前記キャリア付銅箔と絶縁基板を積層した後に、前記キャリア付銅箔のキャリアを剥がす
工程、
前記キャリアを剥がして露出した極薄銅層の上にめっきレジストを設ける工程、
前記めっきレジストに対して露光し、その後、回路が形成される領域のめっきレジストを
除去する工程、
前記めっきレジストが除去された前記回路が形成される領域に、電解めっき層を設ける工
程、
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前記めっきレジストを除去する工程、
前記回路が形成される領域以外の領域にある無電解めっき層及び極薄銅層をフラッシュエ
ッチングなどにより除去する工程、
を含む。
【００８１】
　本発明において、パートリーアディティブ法とは、導体層を設けてなる基板、必要に応
じてスルーホールやバイアホール用の孔を穿けてなる基板上に触媒核を付与し、エッチン
グして導体回路を形成し、必要に応じてソルダレジストまたはメッキレジストを設けた後
に、前記導体回路上、スルーホールやバイアホールなどに無電解めっき処理によって厚付
けを行うことにより、プリント配線板を製造する方法を指す。
【００８２】
　従って、パートリーアディティブ法を用いた本発明に係るプリント配線板の製造方法の
一実施形態においては、本発明に係るキャリア付銅箔と絶縁基板とを準備する工程、
前記キャリア付銅箔と絶縁基板を積層する工程、
前記キャリア付銅箔と絶縁基板を積層した後に、前記キャリア付銅箔のキャリアを剥がす
工程、
前記キャリアを剥がして露出した極薄銅層と絶縁基板にスルーホールまたは／およびブラ
インドビアを設ける工程、
前記スルーホールまたは／およびブラインドビアを含む領域についてデスミア処理を行う
工程、
前記スルーホールまたは／およびブラインドビアを含む領域について触媒核を付与する工
程、
前記キャリアを剥がして露出した極薄銅層表面にエッチングレジストを設ける工程、
前記エッチングレジストに対して露光し、回路パターンを形成する工程、
前記極薄銅層および前記触媒核を酸などの腐食溶液を用いたエッチングやプラズマなどの
方法により除去して、回路を形成する工程、
前記エッチングレジストを除去する工程、
前記極薄銅層および前記触媒核を酸などの腐食溶液を用いたエッチングやプラズマなどの
方法により除去して露出した前記絶縁基板表面に、ソルダレジストまたはメッキレジスト
を設ける工程、
前記ソルダレジストまたはメッキレジストが設けられていない領域に無電解めっき層を設
ける工程、
を含む。
【００８３】
　本発明において、サブトラクティブ法とは、銅張積層板上の銅箔の不要部分を、エッチ
ングなどによって、選択的に除去して、導体パターンを形成する方法を指す。
【００８４】
　従って、サブトラクティブ法を用いた本発明に係るプリント配線板の製造方法の一実施
形態においては、本発明に係るキャリア付銅箔と絶縁基板とを準備する工程、
前記キャリア付銅箔と絶縁基板を積層する工程、
前記キャリア付銅箔と絶縁基板を積層した後に、前記キャリア付銅箔のキャリアを剥がす
工程、
前記キャリアを剥がして露出した極薄銅層と絶縁基板にスルーホールまたは／およびブラ
インドビアを設ける工程、
前記スルーホールまたは／およびブラインドビアを含む領域についてデスミア処理を行う
工程、
前記スルーホールまたは／およびブラインドビアを含む領域について無電解めっき層を設
ける工程、
前記無電解めっき層の表面に、電解めっき層を設ける工程、
前記電解めっき層または／および前記極薄銅層の表面にエッチングレジストを設ける工程
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、
前記エッチングレジストに対して露光し、回路パターンを形成する工程、
前記極薄銅層および前記無電解めっき層および前記電解めっき層を酸などの腐食溶液を用
いたエッチングやプラズマなどの方法により除去して、回路を形成する工程、
前記エッチングレジストを除去する工程、
を含む。
【００８５】
　サブトラクティブ法を用いた本発明に係るプリント配線板の製造方法の別の一実施形態
においては、本発明に係るキャリア付銅箔と絶縁基板とを準備する工程、
前記キャリア付銅箔と絶縁基板を積層する工程、
前記キャリア付銅箔と絶縁基板を積層した後に、前記キャリア付銅箔のキャリアを剥がす
工程、
前記キャリアを剥がして露出した極薄銅層と絶縁基板にスルーホールまたは／およびブラ
インドビアを設ける工程、
前記スルーホールまたは／およびブラインドビアを含む領域についてデスミア処理を行う
工程、
前記スルーホールまたは／およびブラインドビアを含む領域について無電解めっき層を設
ける工程、
前記無電解めっき層の表面にマスクを形成する工程、
マスクが形成されいない前記無電解めっき層の表面に電解めっき層を設ける工程、
前記電解めっき層または／および前記極薄銅層の表面にエッチングレジストを設ける工程
、
前記エッチングレジストに対して露光し、回路パターンを形成する工程、
前記極薄銅層および前記無電解めっき層を酸などの腐食溶液を用いたエッチングやプラズ
マなどの方法により除去して、回路を形成する工程、
前記エッチングレジストを除去する工程、
を含む。
【００８６】
　スルーホールまたは／およびブラインドビアを設ける工程、及びその後のデスミア工程
は行わなくてもよい。
【００８７】
　ここで、本発明のキャリア付銅箔を用いたプリント配線板の製造方法の具体例を図面を
用いて詳細に説明する。なお、ここでは粗化処理層が形成された極薄銅層を有するキャリ
ア付銅箔を例に説明するが、これに限られず、粗化処理層が形成されていない極薄銅層を
有するキャリア付銅箔を用いても同様に下記のプリント配線板の製造方法を行うことがで
きる。
　まず、図２－Ａに示すように、表面に粗化処理層が形成された極薄銅層を有するキャリ
ア付銅箔（１層目）を準備する。
　次に、図２－Ｂに示すように、極薄銅層の粗化処理層上にレジストを塗布し、露光・現
像を行い、レジストを所定の形状にエッチングする。
　次に、図２－Ｃに示すように、回路用のめっきを形成した後、レジストを除去すること
で、所定の形状の回路めっきを形成する。
　次に、図３－Ｄに示すように、回路めっきを覆うように（回路めっきが埋没するように
）極薄銅層上に埋め込み樹脂を設けて樹脂層を積層し、続いて別のキャリア付銅箔（２層
目）を極薄銅層側から接着させる。
　次に、図３－Ｅに示すように、２層目のキャリア付銅箔からキャリアを剥がす。
　次に、図３－Ｆに示すように、樹脂層の所定位置にレーザー穴あけを行い、回路めっき
を露出させてブラインドビアを形成する。
　次に、図４－Ｇに示すように、ブラインドビアに銅を埋め込みビアフィルを形成する。
　次に、図４－Ｈに示すように、ビアフィル上に、上記図２－Ｂ及び図２－Ｃのようにし
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て回路めっきを形成する。
　次に、図４－Ｉに示すように、１層目のキャリア付銅箔からキャリアを剥がす。
　次に、図５－Ｊに示すように、フラッシュエッチングにより両表面の極薄銅層を除去し
、樹脂層内の回路めっきの表面を露出させる。
　次に、図５－Ｋに示すように、樹脂層内の回路めっき上にバンプを形成し、当該はんだ
上に銅ピラーを形成する。このようにして本発明のキャリア付銅箔を用いたプリント配線
板を作製する。
【００８８】
　上記別のキャリア付銅箔（２層目）は、本発明のキャリア付銅箔を用いてもよく、従来
のキャリア付銅箔を用いてもよく、さらに通常の銅箔を用いてもよい。また、図４－Ｈに
示される２層目の回路上に、さらに回路を１層或いは複数層形成してもよく、それらの回
路形成をセミアディティブ法、サブトラクティブ法、パートリーアディティブ法又はモデ
ィファイドセミアディティブ法のいずれかの方法によって行ってもよい。
【００８９】
　本発明に係るキャリア付銅箔は、極薄銅層表面の色差が以下（１）を満たすように制御
されていることが好ましい。本発明において「極薄銅層表面の色差」とは、極薄銅層の表
面の色差、又は、粗化処理等の各種表面処理が施されている場合はその表面処理層表面の
色差を示す。すなわち、本発明に係るキャリア付銅箔は、極薄銅層または粗化処理層また
は耐熱層または防錆層またはクロメート処理層またはシランカップリング層の表面の色差
が以下（１）を満たすように制御されていることが好ましい。
（１）極薄銅層または粗化処理層または耐熱層または防錆層またはクロメート処理層また
はシランカップリング処理層の表面のＪＩＳ　Ｚ８７３０に基づく色差ΔＥ＊ａｂが４５
以上である。
【００９０】
　ここで、色差ΔＬ、Δａ、Δｂは、それぞれ色差計で測定され、黒／白／赤／緑／黄／
青を加味し、ＪＩＳ　Ｚ８７３０に基づくＬ*ａ*ｂ表色系を用いて示される総合指標であ
り、ΔＬ：白黒、Δａ：赤緑、Δｂ：黄青として表される。また、ΔＥ＊ａｂはこれらの
色差を用いて下記式で表される。
【００９１】
【数１】

【００９２】
　上述の色差は、極薄銅層形成時の電流密度を高くし、メッキ液中の銅濃度を低くし、メ
ッキ液の線流速を高くすることで調整することができる。
　また上述の色差は、極薄銅層の表面に粗化処理を施して粗化処理層を設けることで調整
することもできる。粗化処理層を設ける場合には銅およびニッケル、コバルト、タングス
テン、モリブデンからなる群から選択される一種以上の元素とを含む電界液を用いて、従
来よりも電流密度を高く（例えば４０～６０Ａ／ｄｍ2）し、処理時間を短く（例えば０
．１～１．３秒）することで調整することができる。極薄銅層の表面に粗化処理層を設け
ない場合には、Ｎｉの濃度をその他の元素の２倍以上としたメッキ浴を用いて、極薄銅層
または耐熱層または防錆層またはクロメート処理層またはシランカップリング処理層の表
面にＮｉ合金メッキ（例えばＮｉ－Ｗ合金メッキ、Ｎｉ－Ｃｏ－Ｐ合金メッキ、Ｎｉ－Ｚ
ｎ合金めっき）を従来よりも低電流密度（０．１～１．３Ａ／ｄｍ2）で処理時間を長く
（２０秒～４０秒）設定して処理することで達成できる。
【００９３】
　極薄銅層表面のＪＩＳ　Ｚ８７３０に基づく色差ΔＥ＊ａｂが４５以上であると、例え
ば、キャリア付銅箔の極薄銅層表面に回路を形成する際に、極薄銅層と回路とのコントラ
ストが鮮明となり、その結果、視認性が良好となり回路の位置合わせを精度良く行うこと
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ができる。極薄銅層表面のＪＩＳ　Ｚ８７３０に基づく色差ΔＥ＊ａｂは、好ましくは５
０以上であり、より好ましくは５５以上であり、更により好ましくは６０以上である。
【００９４】
　極薄銅層または粗化処理層または耐熱層または防錆層またはクロメート処理層またはシ
ランカップリング層の表面の色差が上記のようの制御されている場合には、回路めっきと
のコントラストが鮮明となり、視認性が良好となる。従って、上述のようなプリント配線
板の例えば図２－Ｃに示すような製造工程において、回路めっきを精度良く所定の位置に
形成することが可能となる。また、上述のようなプリント配線板の製造方法によれば、回
路めっきが樹脂層に埋め込まれた構成となっているため、例えば図５－Ｊに示すようなフ
ラッシュエッチングによる極薄銅層の除去の際に、回路めっきが樹脂層によって保護され
、その形状が保たれ、これにより微細回路の形成が容易となる。また、回路めっきが樹脂
層によって保護されるため、耐マイグレーション性が向上し、回路の配線の導通が良好に
抑制される。このため、微細回路の形成が容易となる。また、図５－Ｊ及び図５－Ｋに示
すようにフラッシュエッチングによって極薄銅層を除去したとき、回路めっきの露出面が
樹脂層から凹んだ形状となるため、当該回路めっき上にバンプが、さらにその上に銅ピラ
ーがそれぞれ形成しやすくなり、製造効率が向上する。
【００９５】
　なお、埋め込み樹脂（レジン）には公知の樹脂、プリプレグを用いることができる。例
えば、ＢＴ（ビスマレイミドトリアジン）レジンやＢＴレジンを含浸させたガラス布であ
るプリプレグ、味の素ファインテクノ株式会社製ＡＢＦフィルムやＡＢＦを用いることが
できる。また、前記埋め込み樹脂（レジン）には本明細書に記載の樹脂層および／または
樹脂および／またはプリプレグを使用することができる。
【００９６】
　また、前記一層目に用いられるキャリア付銅箔は、当該キャリア付銅箔のキャリアの表
面に基板または樹脂層を有してもよい。当該基板または樹脂層を有することで、一層目に
用いられるキャリア付銅箔は支持され、シワが入りにくくなるため、生産性が向上すると
いう利点がある。なお、前記基板または樹脂層としては、前記一層目に用いられるキャリ
ア付銅箔を支持する効果を有するものであれば、特に限定されない。例えば、前記基板ま
たは樹脂層として、本明細書に記載のキャリア、プリプレグ、樹脂層や公知のキャリア、
プリプレグ、樹脂層、金属板、金属箔、無機化合物の板、無機化合物の箔、有機化合物の
板、有機化合物の箔を用いることができる。
【実施例】
【００９７】
　以下に、本発明の実施例によって本発明をさらに詳しく説明するが、本発明は、これら
の実施例によってなんら限定されるものではない。
【００９８】
１．キャリア付銅箔の製造
＜実施例１＞
　ポリイミドフィルム（宇部興産社製のユーピレックス－Ｓフィルム；厚み３５μｍ）を
真空装置内にセットし、真空排気後、酸素を用いてプラズマ処理を実施した。
　続いてプラズマ処理したフィルムの片面に、ＣｒスパッタリングによりＣｒ層を１０ｎ
ｍ形成した。その後、Ｃｒスパッタ層を酸素ガス雰囲気のチャンバー内で処理し、表面に
クロム酸化物を形成させ、中間層を形成した。
　さらに、Ｃｒ中間層の表面にＣｕをスパッタしてＣｕスパッタ層を厚み５μｍ形成した
。スパッタ条件は、Ｃｕターゲットを用いたＡｒガス中で、放電電圧５００Ｖ、放電電流
１５Ａ、真空度５×１０-2Ｐａとした。
【００９９】
　次いで、この５μｍのＣｕスパッタ層の表面に対して極薄銅層表面に以下の粗化処理１
、粗化処理２、耐熱処理、クロメート処理、及び、シランカップリング処理をこの順に行
った。
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・粗化処理１
（液組成１）
　Ｃｕ：１０～３０ｇ／Ｌ
　Ｈ2ＳＯ4：１０～１５０ｇ／Ｌ
　Ｗ：０～５０ｍｇ／Ｌ
　ドデシル硫酸ナトリウム：０～５０ｍｇ／Ｌ
　Ａｓ：０～２００ｍｇ／Ｌ
（電気めっき条件１）
　温度：３０～７０℃
　電流密度：２５～１１０Ａ／ｄｍ2

　粗化クーロン量：５０～５００Ａｓ／ｄｍ2

　めっき時間：０．５～２０秒
・粗化処理２
（液組成２）
　Ｃｕ：２０～８０ｇ／Ｌ
　Ｈ2ＳＯ4：５０～２００ｇ／Ｌ
（電気めっき条件２）
　温度：３０～７０℃
　電流密度：５～５０Ａ／ｄｍ2

　粗化クーロン量：５０～３００Ａｓ／ｄｍ2

　めっき時間：１～６０秒
・耐熱処理
（液組成）
　ＮａＯＨ：４０～２００ｇ／Ｌ
　ＮａＣＮ：７０～２５０ｇ／Ｌ
　ＣｕＣＮ：５０～２００ｇ／Ｌ
　Ｚｎ（ＣＮ）2：２～１００ｇ／Ｌ
　Ａｓ2Ｏ3：０．０１～１ｇ／Ｌ
（液温）
　４０～９０℃
（電流条件）
　電流密度：１～５０Ａ／ｄｍ2

　めっき時間：１～２０秒
・クロメート処理
　Ｋ2Ｃｒ2Ｏ7（Ｎａ2Ｃｒ2Ｏ7或いはＣｒＯ3）：２～１０ｇ／Ｌ
　ＮａＯＨ又はＫＯＨ：１０～５０ｇ／Ｌ
　ＺｎＯＨ又はＺｎＳＯ4・７Ｈ2Ｏ：０．０５～１０ｇ／Ｌ
　ｐＨ：７～１３
　浴温：２０～８０℃
　電流密度：０．０５～５Ａ／ｄｍ2

　時間：５～３０秒
・シランカップリング処理
　０．１ｖｏｌ％～０．３ｖｏｌ％の３－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン水溶
液をスプレー塗布した後、１００～２００℃の空気中で０．１～１０秒間乾燥・加熱する
。
【０１００】
＜実施例２＞
　実施例１と同様の工程、方法、条件でポリイミドフィルムキャリア上に５μｍのＣｕス
パッタの極薄銅層を形成した後、実施例１の耐熱処理、クロメート処理、及び、シランカ
ップリング処理をこの順に行った。
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【０１０１】
＜実施例３＞
　実施例１と同様の工程、方法、条件でポリイミドキャリア上に１μｍのＣｕスパッタ層
を形成後、引き続き、ロール・トウ・ロール型の連続めっきライン上で、Ｃｕスパッタ層
の上に電解めっきで２μｍのＣｕめっき層を形成し、総銅厚が３μｍの極薄銅層を以下の
条件で電気めっきすることにより形成し、キャリア付銅箔を製造した。
・電解Ｃｕめっき層
　銅濃度：３０～１２０ｇ／Ｌ
　Ｈ2ＳＯ4濃度：２０～１２０ｇ／Ｌ
　Ｃｌ濃度：３０～８０ｍｇ／Ｌ
　ビス（３－スルフォプロピル）ジスルファイド２ナトリウム濃度：１０～５０ｍｇ／Ｌ
　ジアルキルアミノ基含有重合体(重量平均分子量８５００)：１０～５０ｍｇ／Ｌ
　電解液温度：２０～８０℃
　電流密度：１０～１００Ａ／ｄｍ2

　極薄銅層を形成した後、次いで、極薄銅層表面に実施例１と同様の粗化処理１、粗化処
理２、耐熱処理、クロメート処理、及び、シランカップリング処理をこの順に行った。
【０１０２】
＜実施例４＞
　実施例３と同様の工程、方法、条件でポリイミドフィルムキャリア上に中間層及び極薄
銅層を形成した。次に、実施例１の耐熱処理、クロメート処理、及び、シランカップリン
グ処理をこの順に行った。
【０１０３】
＜実施例５＞
　実施例４のポリイミドキャリアに代わり、圧延銅箔（ＪＸ日鉱日石金属製　タフピッチ
銅（ＪＩＳ　Ｈ３１００　合金番号Ｃ１１００）箔　１８μｍ厚）に対して、実施例４と
同様の工程、方法、条件で、１μｍのＣｕスパッタ層を形成後、引き続き、ロール・トウ
・ロール型の連続めっきライン上で、Ｃｕスパッタ層の上に電解めっきで２μｍのＣｕめ
っき層を形成し、総銅厚が３μｍの極薄銅層を得た。次に、実施例１の耐熱処理、クロメ
ート処理、及び、シランカップリング処理をこの順に行った。
【０１０４】
＜実施例６＞
　実施例４のポリイミドキャリアに代わり、電解銅箔（ＪＸ日鉱日石金属製ＨＬＰ箔　１
８μｍ厚）に対して、実施例４と同様の工程、方法、条件で、１μｍのＣｕスパッタ層を
形成後、引き続き、ロール・トウ・ロール型の連続めっきライン上で、Ｃｕスパッタ層の
上に電解めっきで２μｍのＣｕめっき層を形成し、総銅厚が３μｍの極薄銅層を得た。次
に、実施例１の耐熱処理、クロメート処理、及び、シランカップリング処理をこの順に行
った。
【０１０５】
＜実施例７＞
　実施例４のポリイミドキャリアに代わり、圧延銅箔（ＪＸ日鉱日石金属製　タフピッチ
銅（ＪＩＳ　Ｈ３１００　合金番号Ｃ１１００）箔　１８μｍ厚）に対して、実施例４と
同様の工程、方法、条件で中間層を形成後、引き続き、ロール・トウ・ロール型の連続め
っきライン上で、実施例４と同様の方法、条件で中間層の上に電解めっきで３μｍのＣｕ
めっき層を形成し、総銅厚が３μｍの極薄銅層を得た。次に、実施例１の耐熱処理、クロ
メート処理、及び、シランカップリング処理をこの順に行った。
【０１０６】
＜実施例８＞
　実施例４のポリイミドキャリアに代わり、電解銅箔（ＪＸ日鉱日石金属製ＨＬＰ箔　１
８μｍ厚）に対して、実施例４と同様の工程、方法、条件で、中間層を形成後、引き続き
、ロール・トウ・ロール型の連続めっきライン上で、中間層の上に電解めっきで３μｍの
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Ｃｕめっき層を形成し、総銅厚が３μｍの極薄銅層を得た。次に、実施例１の耐熱処理、
クロメート処理、及び、シランカップリング処理をこの順に行った。
【０１０７】
＜実施例９＞
　実施例４のポリイミドキャリアに代わり、圧延銅箔（ＪＸ日鉱日石金属製　タフピッチ
銅（ＪＩＳ　Ｈ３１００　合金番号Ｃ１１００）箔　１８μｍ厚）に対して、実施例４と
同様の工程、方法、条件で中間層を形成後、引き続き、ロール・トウ・ロール型の連続め
っきライン上で、実施例４と同様の方法、条件で中間層の上に電解めっきで３μｍのＣｕ
めっき層を形成し、総銅厚が３μｍの極薄銅層を得た。次に、以下の粗化処理３を行った
後に実施例１の耐熱処理、クロメート処理、及び、シランカップリング処理をこの順に行
った。
・粗化処理３
（液組成３）
　Ｃｕ：１０～２０ｇ／Ｌ
　Ｎｉ：５～１５ｇ／Ｌ
　Ｃｏ：５～１５ｇ／Ｌ
（電気めっき条件３）
　温度：２５～６０℃
　電流密度：３５～５５Ａ／ｄｍ2

　粗化クーロン量：５～５０Ａｓ／ｄｍ2

　めっき時間：０．１～１．４秒
【０１０８】
＜実施例１０＞
　実施例４のポリイミドキャリアに代わり、電解銅箔（ＪＸ日鉱日石金属製ＨＬＰ箔　１
８μｍ厚）に対して、実施例４と同様の工程、方法、条件で、中間層を形成後、引き続き
、ロール・トウ・ロール型の連続めっきライン上で、中間層の上に電解めっきで３μｍの
Ｃｕめっき層を形成し、総銅厚が３μｍの極薄銅層を得た。次に、実施例９の粗化処理３
を行った後に実施例１の耐熱処理、クロメート処理、及び、シランカップリング処理をこ
の順に行った。
【０１０９】
＜比較例１＞
　実施例１のポリイミドキャリアに代わり、電解銅箔（ＪＸ日鉱日石金属製ＪＴＣ箔　１
８μｍ厚）の上のシャイニー面に対して、以下の条件でロール・トウ・ロール型の連続め
っきラインで電気めっきすることにより４０００μｇ／ｄｍ2の付着量のＮｉ層を形成し
た。
【０１１０】
・Ｎｉ層
　硫酸ニッケル：２５０～３００ｇ／Ｌ
　塩化ニッケル：３５～４５ｇ／Ｌ
　酢酸ニッケル：１０～２０ｇ／Ｌ
　クエン酸三ナトリウム：１５～３０ｇ／Ｌ
　光沢剤：サッカリン、ブチンジオール等
　ドデシル硫酸ナトリウム：３０～１００ｐｐｍ
　ｐＨ：４～６
　浴温：５０～７０℃
　電流密度：３～１５Ａ／ｄｍ2

【０１１１】
　水洗及び酸洗後、引き続き、ロール・トウ・ロール型の連続めっきライン上で、Ｎｉ層
の上に１１μｇ／ｄｍ2の付着量のＣｒ層を以下の条件で電解クロメート処理することに
より付着させた。
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・電解クロメート処理
　液組成：重クロム酸カリウム１～１０ｇ／Ｌ、亜鉛０～５ｇ／Ｌ
　ｐＨ：３～４
　液温：５０～６０℃
　電流密度：０．１～２．６Ａ／ｄｍ2

　クーロン量：０．５～３０Ａ・ｓ／ｄｍ2

　ロール・トウ・ロール型の連続めっきライン上で、Ｃｒ層の上に厚み３μｍの極薄銅層
を以下の条件で電気めっきすることにより形成し、キャリア付銅箔を製造した。
・極薄銅層
　銅濃度：３０～１２０ｇ／Ｌ
　Ｈ2ＳＯ4濃度：２０～１２０ｇ／Ｌ
　電解液温度：２０～８０℃
　電流密度：５～９Ａ／ｄｍ2

・粗化処理１
（液組成１）
　Ｃｕ：１０～３０ｇ／Ｌ
　Ｈ2ＳＯ4：１０～１５０ｇ／Ｌ
　Ａｓ：０～２００ｍｇ／Ｌ
（電気めっき条件１）
　温度：３０～７０℃
　電流密度：２５～１１０Ａ／ｄｍ2

　粗化クーロン量：５０～５００Ａｓ／ｄｍ2

　めっき時間：０．５～２０秒
・粗化処理２
（液組成２）
　Ｃｕ：２０～８０ｇ／Ｌ
　Ｈ2ＳＯ4：５０～２００ｇ／Ｌ
（電気めっき条件２）
　温度：３０～７０℃
　電流密度：５～５０Ａ／ｄｍ2

　粗化クーロン量：５０～３００Ａｓ／ｄｍ2

　めっき時間：１～６０秒
・耐熱処理
（液組成）
　ＮａＯＨ：４０～２００ｇ／Ｌ
　ＮａＣＮ：７０～２５０ｇ／Ｌ
　ＣｕＣＮ：５０～２００ｇ／Ｌ
　Ｚｎ（ＣＮ）2：２～１００ｇ／Ｌ
　Ａｓ2Ｏ3：０．０１～１ｇ／Ｌ
（液温）
　４０～９０℃
（電流条件）
　電流密度：１～５０Ａ／ｄｍ2

　めっき時間：１～２０秒
・クロメート処理
　Ｋ2Ｃｒ2Ｏ7（Ｎａ2Ｃｒ2Ｏ7或いはＣｒＯ3）：２～１０ｇ／Ｌ
　ＮａＯＨ又はＫＯＨ：１０～５０ｇ／Ｌ
　ＺｎＯＨ又はＺｎＳＯ4・７Ｈ2Ｏ：０．０５～１０ｇ／Ｌ
　ｐＨ：７～１３
　浴温：２０～８０℃
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　電流密度：０．０５～５Ａ／ｄｍ2

　時間：５～３０秒
・シランカップリング処理
　０．１ｖｏｌ％～０．３ｖｏｌ％の３－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン水溶
液をスプレー塗布した後、１００～２００℃の空気中で０．１～１０秒間乾燥・加熱する
。
【０１１２】
＜比較例２＞
　実施例４のポリイミドフィルムキャリアに代わり、電解銅箔（ＪＸ日鉱日石金属製ＪＴ
Ｃ箔　１８μｍ厚）を用いて、当該電解銅箔の上のシャイニー面に１μｍのＣｕスパッタ
層を形成した以外は、実施例４と同様の処理を行った。
【０１１３】
２．キャリア付銅箔の特性評価
　上記のようにして得られたキャリア付銅箔について、以下の方法で特性評価を実施した
。
（表面粗さ）
　中間層を形成したキャリアに対し、当該中間層の表面粗さ（キャリアの中間層形成側表
面粗さ）を、非接触式粗さ測定機（オリンパス製　ＬＥＸＴ　ＯＬＳ４０００）を用いて
、Ｒａ、ＲｔはＪＩＳ　Ｂ０６０１－２００１に準拠、ＲｚについてはＪＩＳ　Ｂ０６０
１－１９９４に準拠して測定した。また、極薄銅層の中間層側及び樹脂側の表面粗さにつ
いても、非接触式粗さ測定機（オリンパス製　ＬＥＸＴ　ＯＬＳ４０００）を用いて、Ｒ
ａ、ＲｔはＪＩＳ　Ｂ０６０１－２００１に準拠、ＲｚについてはＪＩＳ　Ｂ０６０１－
１９９４に準拠して測定した。
　＜測定条件＞
　カットオフ：無
　基準長さ：２５７．９μm
　基準面積：６６５２４μm2

　測定環境温度：２３～２５℃
【０１１４】
（回路形成性）
　各キャリア付銅箔をエポキシ系樹脂に積層プレスし、次いでキャリアを剥離除去した。
露出した極薄銅層の表面をソフトエッチングにより０．３μｍ除去した。その後、洗浄、
乾燥を行った後に、極薄銅層上に、ドライフィルムレジスト（日立化成工業製、商品名Ｒ
Ｙ-３６２５）をラミネート塗布した。１５ｍＪ／ｃｍ2の条件で露光し、現像液（炭酸ナ
トリウム）を用いて３８℃で１分間、液噴射揺動し、各種ライン／スペースのレジストパ
ターンを形成した。次いで、硫酸銅めっき（ＪＣＵ製ＣＵＢＲＩＴＥ２１）を用いて総銅
厚１５μｍにめっきアップした後、剥離液（水酸化ナトリウム）でドライフィルムレジス
トを剥離した。その後、極薄銅層を硫酸－過酸化水素系のエッチャント（三菱ガス化学製
ＣＰＥ－８００）でエッチング除去して各種ライン／スペースの配線を形成した。結果を
表１に示す。
【０１１５】
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【表１】

【０１１６】
　（評価結果）
　実施例１～１０は、いずれも極薄銅層表面の少なくとも片面のＲｚが０．５μｍ以下で
あり、ライン／スペース＝１５μｍ／１５μｍよりも微細な配線を形成することができた
。また、実施例１～１０は、いずれも極薄銅層表面の少なくとも片面のＲａが０．１２μ
ｍ以下であった。また、実施例１～１０は、いずれも極薄銅層表面の少なくとも片面のＲ
ｔが１．０μｍ以下であった。
　比較例１及び２は、いずれも極薄銅層の両表面のＲｚが０．５μｍを超えており、ライ
ン／スペース＝１５μｍ／１５μｍよりも微細な配線を形成することができなかった。ま
た、比較例１及び２は、いずれも極薄銅層の両表面のＲａが０．１２μｍを超えており、
極薄銅層表面の両表面のＲｔが１．０μｍを超えていた。
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